Napdjeni tranzistoru jednim napajecim zdrojem
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¢tyi obvodovych veliin jednim zdrojem. Na obrazku je zakreslen traozistzapojeni SE, u
n¢hoz zdroj Y napdji pes odpory B a R pirechod kolektor-emitor agticem R1, R2 se
piivadi nagti na bazi. B navrhu d@lice se obvykle vychazi z podminky, aby baze byla
napéajena konstantnim nsjm. Cim mér je dli¢ zatizen, tj.gim vatsi je pondr I/lg mezi
piicnym proudem é&ic¢e a proudem odebiranym do baze, tim stalejSi bydipni napti
delice. Obvykle se voli
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Obrazek 1 Obrazek 2

Obvod baze sestaveny ze zdrojg d odporu B, ktery je zatizen proudem,lize
prepcitat na déli¢ nagti Ry, Ry, napdjeny zdrojem 8 = Uy a zatizeny stejnym proudem |
Podle Théveninovy palky plati

Rp = F1R2 a U0l=U0-L2
R1+R2 R1+R2

Z odvozenych vztahvychéazeji pro odporydice prevodni vzorce

R1=""Rp a Rz =FaRb
Uo1 R1—RDb

Vypoc¢itanym hodnotam pro zapojeni seéaha zdroji (obr. 3) vyhovuji odpory
(Up1=2,5V, =12V, R = 1,85 K2):
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R1=-21850 = 809000 a R2= -2
25 8,9-1,85

Vypocitanym dlicem prochazi fi¢cny proud,
ktery je asi 8x ¥tSi nez proud odebirany do baze; tim je
zarwena stalost vystupniho napdélice R, Re.

Pfi navrhu zapojeni tranzistoru sekdy vychazi z dané
polohy klidového pracovniho bodu a kolektorového
odporu. Pro zvolené zapojeni se V§ipaji odpory a
zdroje a dodatm¢ kontroluje stabilizani &inek

Obrazek 3 obvodu.

U zapojeni s &icem napti (obr. 4) plati pro obvod vedeny od kladné svozklyoje
pres kolektor a emitor rovnice:

Y=V




Uo = Rele + Uce + Re(lc + 1)

Jak jiz bylo uvedenonagti na emitorovén
obvodu se obvykle voli (2 4) V, coz odpovida a:
(0,1 + 0,3)WY. Pro napti zdroje plativztah

Ly il XA& 1 i Tranzistor v zapojeni SE
Odpory clice se vypoitaji feSenim rovni s délitem nandti ¢ bizi
Uo=Ry(l1+ Ig) + Uge + Re(Ic + Ig) Obrazek -
Roly = Uge + Re(lc + Ig)

Pro pongr odpoi délice vychazi vyra

Vzorec udava poem odpofi délice v zavislosti na R Velikost odpru | se voli
sprihlédnutim ke déma hlediskm:

- Souet obou odpar urcuje v zavislosti na napi zdroje o pricny proud dlice; jak
jiz bylo uvedeno, ma bytifgny proud podstathvétSi neZz prou odebirany do
baze.

- Odpor R setadi paralel& ke vstupnim svorkam a na jeho velikosti proto gg
vstupni odpor obvod

U zapojeni skélicem nagti nezavisicinitel stabilizace na z&tovacim odporu c.
Vychazili ¢initel stabilizace filis velky, mohou se zlepSit vlastnosti obvodu,Zzasé ndni
zatizeni tranzistoru.

Emitorovy odpor R je zapojen do &tve, kterd je spotma vstupnimu a vystupnin
obvodu. Tim vznika nadporu zaporna zna vazba. B zvySeni teploty a odpovidajici
zwétSeni kolektorového proudu prochézi odpoRe vétSi prow a na odporu se 8i nagti.
Pri konstantnim nafii zdroje se tento jev projevuje jak zmenSe nagti Ugg, tak proudud.
Obk¢ zmeny zpstné ovliviuji kolektorovy proud, ktery se zmensi, a tim sengenzuje vliv
teploty na polohu pracovniho bo

U tranzistorového zesilova by uvedena zpna vazba zjsobila mensi zesiler
a proto se odstii@je kondenzatorem g pripojenym paralelék odporu R (obr. 4).

o+ DalSi zmisob napdjeni tranzistoru jedn
zdrojem napti je na obrazku 5. Zdroj o napdji pes
odpory R, Re kolektorovy obvod a igs gedradny
odpor R bazi.

Pro obvod vedeny od kladné svorky zdrojy
pies odpor B a emitorovy pechod vychazi rovni

Uo = Ralg + Uge + Re(lc + Ig)

Odpor baze se pak sfith podle nasleduiji
Obrazek 5 rovnice:



Napstové pontry v kolektorovém obvodu tranzistoru uniagi vypcotital odpor R:

Uo = Rclc + Uce + Re(lc + 1)

Vyjde-li pti vypoctu velkécisla pro ¢initel stabilizace, je mozné, Ze vysledek ovlivr
zapojeni gredladnym odporem. Zapojeni nema dobré staliizavlastnosti vzhleder
k velkému odporu R ktery je nutny pro ziskani gebného ubytku nai. V tom pripact by
bylo lepsi dat do bazsgli¢ nagti < rezistory R a R.

V dalSim zapojeni tranzistc, které je na obrazku 6, se
vyuziva zgtné vazby jak na odporug, tak na dli¢i napsti.
Zv¢tSujedi se vlivem teploty kolektorovy proud, zvySuje
napiti na odporu B a tim se zmenSuje n&#f privackné na
déli¢. Tim se zmensuje proud baze a pracovni bod seipé
do plohy menSich kolektorovych prau

Vzorec prainitele stabilizace vychazi ve tve

kde Obrazek 6

U vykonovych germaniovych itkmikovych tranzistdr neni jinak Bzné pouZzivani
metoda stabilizace pomoci odpor emitoru nijak vhodna, protoze vlivem velkych prét
vznikaji zn&né energetické ztraty. Stabilizace klidového pradow bodu seobvykle
zaji¥uje teplotr zavislym ¢lenem z#éazenym do obvodu baze stabilizovaného tranzis
Nejcastji se pouzivatermistort, tj. teplotré zavislého odporu polovoditového materialu
Odpor termistoru se zavislosti na teplétmeni podle vztah

— [Q, K, K]

Kde R je odpor termistoruipteplot ©;
R> je odpor termistoruipteplo€ @,
B je konstanta, ktera whnych valeékovych termistoit je 1000 a 4 000 K.

Ve stabiliz&nich obvodech se termistory zapojuji do jecwvétve Elice naggti a
prabéh teplotni zrgny jejich odporu se upravuje vhadiazvolenou kombinaci sériovych
paralelnich odpdi:

Pfi navrhu @lice se vychazi podminky, aby pro zvoleny rozsah teplo¢lrklidovy
proud tranzistoru stalou velika Zavislostmezi poZzadovanou zimou odporu a teplotou ¢
obvykle zji¥uje méitenim pomoci progmného odporu ,, kterym se nahradigtev ctlice. Pro
raizné teploty se nastavuje jejich velikost tak, aley usirzoval konstantni prouc. Ze



zjistenych velikosti odporu se v zavislosti na teplatestroji charakteristika, ktera je
podkladem pro volbu termistoru a zapojeni odpodkli ¢i nageti (obr. 7).

méfeno pro I, =konst.

Obratek 7 Obrazek 8

Ke stabilizaci Ize téz jako tepelrzavisléhoclenu pouzit vhodné plosné diody. Dioda
se zapojuje dodlice nag@ti mezi bazi a emitor a v zavislosti na&w svéhocinného odporu
udrzuje stalé fedpEti baze (obr. 8).

Diodova kompenzace je vyhodn& hap integrovanych obvdg u nichzZ je pechod na
diok i na tranzistoru vyroben stejnou technologii apr@to shodné vlastnosti.

Zdroj: Kurs radiotechniky — Jaroslav Dv@¢ek a kolektiv, SNTL, 1975



